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EXAMEN

Quelques indications ...

Les 1é i ' ' |

or(tes résultats des/ exercices seront fournis dans les espaces appropriés sur la feuille
portant votre numéro d’identification.Tous les exercices sont indépendants.

Premier Probléme

On utili . N . s 2 2V ZrA
tilise un transistor & effet de champ présentant une résistance d’entrée élévee.

FIGURE 1 - Schéma du montage.

On prend :

— V. =12V

— Rp = Rs = 3,3kQ
— R, =10M%Q

On utilise un JFET & canal N dont on connait deux grandeurs :
— Ipgs = 11,5mA
— Gmo = 5,6mA/V pour Vg =0
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1. Etude statique
On polarise ce transistor de fagon a obtenir Vi, = 5V
(a) Rappeler la relation liant gmo, Vasoys, IDss.
(b) Calculer les valeurs de Vasor D, Ve, Vas,Ra,gm et Vps.
On supposera nul le courant de grille Ty
2. Etude dynamique

Le signal d’entrée est appliqué sur la grille T} a travers un condensateur C; :112
10 F'; le signal de sortie est prélevé sur le drain a travers un condensateur

liaison C; de 10u.F. Ces condensateurs seront considérés comme des courts-circuit
aux fréquences de travail.

Tracer le schéma équivalent de I'étage et calculer Ay,

Deuxiéme probleme

Soit le circuit(2) destiné a moduler le courant dans une diode laser ipj, en fonction du
signal d’entrée e(¢).
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FIGURE 2 - circuit de modulation d’une diode laser

1. Exprimer v en fonction de e(t), s(t),R1,R2,R3.

2. Calculer le courant ip; en fonction de e(t), s(t) et des résistances du moxrr-

tage Montrer que pour R2 = R3 + R4 le courant ipz ne dépend pas du circuit
d’utilisation (diode laser).
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